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В бар’єрній області неідеального гетеропереходу CdS-Cu2S при фотозбудженні 

реалізується механізм зміни форми потенціалу бар'єру за рахунок накопичення 
нерівноважного позитивного заряду на пасткових центрах, що призводить до зміни 
провідності гетероструктури [1]. Цей ефект використаний для створення оптичного 
сенсору на основі зазначеної сполуки [2]. Саме глибокі діркові центри захвату в ОПЗ 
CdS грають вирішальну роль у фотоелектричних властивостях гетеропереходу. Тому 
дослідження саме цих центрів становить особливий інтерес.

Для бар’єрів Шотткі та асиметричних гетеропереходів, яким є структура CdS- 
Cu2S, польове заповнення центрів-пасток неосновних носіїв (в розглянутому випадку 
-  дірок) реалізувати не вдається [3]. Велика концентрація рекомбінаційних центрів 
на границі розділу та високий бар'єр у валентній зоні (»1.4 еВ) суттєво заважають 
інжекції дірок з Cu2S до області просторового заряду в CdS.

Оскільки для заповнення діркових пасток в 
ОПЗ CdS імпульси прямої напруги є 
недостатньо ефективними, в якості 
вдосконалення методики було використано 
освітлення з довжиною хвилі з області 
власного поглинання сульфіду кадмію. 
Після припинення фотозбудження 
спостерігаєтья спадна релаксація ємності до 
рівноважного при даній температурі 
значення. Тобто при цій варіації методики
для заповнення глибоких рівнів замість 
імпульсу напруги використовується 
світловий імпульс з області власного 
поглинання базового шару CdS.

Метод вимірювання зміни ємності 
бар'єру (DLTS), модифікований опцією 
використання джерела імпульсного 
фотозбудження базового шару ГП, дозволив 
ідентифікувати наявність двох глибоких 
діркових пасток (Рис. 1) та отримати їх 
параметри: £ „ =  0,32 еВ; Еп = 0,6 еВ; сг, = 

10"'8 см* 1 2 3; <т2= 10'16 см2. Встановлено, що саме ці пастки відповідають за накопления 
в ОПЗ гетеропереходу нерівноважного позитивного заряду, який грає роль носія 
оптичної інформації при використанні гетеропари CdS-Cu2S в якості сенсорного 
матеріалу.
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Рис. І. ОЬТ8 залежності, 
виміряні в режимі температурного 
сканування при імпульсному 
освітленні для п’яти фіксованих 
моментів часу після припинення 
фотозбудження: 1 - 2 . 5  сек; 2 - 6  
сек; 3 - 1 5  сек; 4 - 3 0  сек.
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